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4 PAの回路図 4 PAのチップ写真
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全チャネルで利得の平

坦性を1dB以内に抑制

することに成功
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LNAの利得測定結果 LNAの性能比較
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Technology 90nm 90nm 65nm 65nm 65nm
Topology Cas. Cas. CS-CS Cas. CS-CS

Stage 2 2 4 3 4
f center [GHz] 58 64 53 63 68
BW [GHz] 6 8 17 14.1 23
Gain [dB] 14.6 15.5 24 20.6 17.5
NF [dB] <5.5 6.5 4-7.6 ≥≥≥≥4.9 4.3

Power [mW] 24 86 30 33.6 24
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SNDR

16QAM変調の貫通には

SNDR>17.2dBが必要

-58dBmから-18dBmの

入力レンジで17.2dB以

上のSNDRを達成

16QAM変調の貫通には

チャネル内で2dB程度

の利得平坦性が必要
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